
  

 

エッチング法を用いた AlGaN UV-C レーザーの光共振器作製 
Optical resonator of AlGaN UV-C laser fabricated by etching process 
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窒化物半導体の AlGaN を用いた深紫外レーザーは、深紫外領域の高機能光源として医療や環境

分野における応用に期待がなされ、現在盛んに研究がおこなわれている。レーザーには光を内部

に帰還させる作用をもたらす共振器面が不可欠であり、GaN 系ファブリ-ペローレーザーの光共振

器面は通常劈開法を用いて作製する[1]。しかし、劈開法のためには基板の薄化やスクライビングが

必要であり、共振器面のコーティングも小片化した状態で特殊な治具を用いて行う必要がある。

一方、エッチング法[2]を用いるとウェハーの状態で一括に共振器面の作製からコーティングまでの

加工が可能であるため、本研究ではエッチング法を用いた AlGaN 系レーザーダイオード作製プロ

セスについて検討を行った。 

 c 面 AlN 基板に MOVPE 法で成長したレーザー構造を用いて実験を行った。レーザー構造上に

PECVD で SiO2を 500nm 堆積し、フォトリソグラフィとドライエッチングにより SiO2のパターニ

ングを行った。フォトレジストを剥離し、SiO2をエッチングマスクとしてレーザー構造を 1µm ド

ライエッチングし、m 面を出射端面とする共振器長 400µm のファブリ-ペローレーザーを作製し

た。最後に SiO2のマスクを残したまま 80℃に加温した 25% TMAH 中に 30 分間試料を浸漬し、共

振器面のウェットエッチング処理を行った。 

 走査型電子顕微鏡(SEM)を用いて作製した共振器面の断面観察を行った。Figure 1 に、TMAH 処

理前後の共振器面の断面 SEM 像を示す。TMAH 処理前の共振器面は c 軸に対し 8°程度傾いてい

るのに対し、TMAH 処理後の共振器面は c 軸に対する傾きは 0°であり、TMAH 処理により c 面

に対して垂直な共振器面の作製に成功した。次に、作製したレーザーに、248nm のエキシマレーザ

ーによる光注入励起を行い m 面から出射する PL のピーク強度を測定した。Figure 2 に、TMAH 処

理前後のレーザーの、PL ピーク強度の励起強度依存性を示す。TMAH 処理前と比較して、TMAH

処理後のレーザーにおいては発振閾値の低減が見られた。以上の結果から、TMAH を用いたウェ

ットエッチングにより共振器面の垂直性が向上するため、AlGaN 系ファブリ-ペローレーザーの発

振閾値低減に有効な手法である。 

            

Figure 1. Cross sectional SEM images of etched facet   Figre 2. Photopump threshold of etched mirror laser 
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